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目的是提供可实现小型化且减小高电位端

子与低电位端子间的电感的半导体装置。半导体

装置(100)具有：绝缘基板(1)；电路图案(5)，包

含在绝缘基板(1)之上设置的低电位电路图案

(2)和在绝缘基板(1)之上的与低电位电路图案

(2)相邻的区域设置的高电位电路图案(3)；多个

半导体芯片(6)，搭载于电路图案(5)之上；低电

位端子(7)，一端部与低电位电路图案(2)连接；

以及高电位端子(8)，一端部与高电位电路图案

(3)连接，高电位端子(8)及低电位端子(7)具有：

平板部(8b、7b)，它们构成彼此上下平行地配置

的平行平板，在低电位电路图案(2)侧延伸；以及

电极部(8c、7c)，它们从绝缘基板(1)凸出。

权利要求书1页  说明书6页  附图3页

CN 115000039 A

2022.09.02

CN
 1
15
00
00
39
 A



1.一种半导体装置，其具有：

绝缘基板；

电路图案，其包含在所述绝缘基板之上设置的低电位侧的电路图案和在所述绝缘基板

之上的与所述低电位侧的电路图案相邻的区域设置的高电位侧的电路图案；

多个半导体芯片，它们搭载于所述电路图案之上；

低电位端子，其一端部与所述低电位侧的电路图案连接；以及

高电位端子，其一端部与所述高电位侧的电路图案连接，

所述高电位端子及所述低电位端子具有：中途部，其构成彼此上下平行地配置的平行

平板，在所述低电位侧的电路图案侧延伸；以及另一端部，其从所述绝缘基板凸出。

2.根据权利要求1所述的半导体装置，其中，

还具有输出端子，该输出端子被赋予所述半导体芯片的输出，

所述电路图案还包含在所述绝缘基板之上的所述低电位侧的电路图案及所述高电位

侧的电路图案的外周侧设置的输出侧的电路图案，

所述输出端子具有与所述输出侧的电路图案的位于所述高电位侧的电路图案侧的部

位连接的一端部和从所述绝缘基板凸出的另一端部。

3.根据权利要求1或2所述的半导体装置，其中，

所述半导体芯片是将开关元件和续流元件进行1芯片化而构成的。

4.根据权利要求1至3中任一项所述的半导体装置，其中，

所述低电位端子的所述中途部配置于所述高电位端子的所述中途部的下侧。

5.根据权利要求2所述的半导体装置，其中，

所述输出端子的所述一端部连接于所述输出侧的电路图案的位于与所述高电位端子

及所述低电位端子的所述另一端部凸出的方向相反侧的所述绝缘基板之上的端部处的部

位。

6.根据权利要求1、2及5中任一项所述的半导体装置，其中，

所述半导体芯片是SiC‑MOSFET。
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半导体装置

技术领域

[0001] 本发明涉及半导体装置。

背景技术

[0002] 当前，存在将多个半导体芯片搭载于绝缘基板而构成电气电路的半导体装置。在

使用多个半导体芯片而构成电气电路的情况下，电气电路复杂化、配线区域的面积增大，因

此担忧半导体装置大型化。

[0003] 为了解决这样的问题，例如在专利文献1中提出了对具有复杂的电气电路的半导

体装置内的电路配线进行改良而实现半导体装置的小型化的技术。

[0004] 专利文献1：国际公开第2016/084622号

[0005] 但是，在专利文献1所记载的技术中，低电位侧的主端子(相当于低电位端子)与高

电位侧的主端子(相当于高电位端子)不构成平行平板。因此，存在从高电位侧的主端子至

低电位侧的主端子为止的路径上的电感变大的问题。

发明内容

[0006] 因此，本发明的目的在于提供能够实现小型化并且减小高电位端子与低电位端子

之间的电感的半导体装置。

[0007] 本发明涉及的半导体装置具有：绝缘基板；电路图案，其包含在所述绝缘基板之上

设置的低电位侧的电路图案和在所述绝缘基板之上的与所述低电位侧的电路图案相邻的

区域设置的高电位侧的电路图案；多个半导体芯片，它们搭载于所述电路图案之上；低电位

端子，其一端部与所述低电位侧的电路图案连接；以及高电位端子，其一端部与所述高电位

侧的电路图案连接，所述高电位端子及所述低电位端子具有：中途部，其构成彼此上下平行

地配置的平行平板，在所述低电位侧的电路图案侧延伸；以及另一端部，其从所述绝缘基板

凸出。

[0008] 发明的效果

[0009] 根据本发明，高电位侧的电路图案形成于与低电位侧的电路图案相邻的位置，因

此高电位端子的一端部和低电位端子的一端部配置于相邻的位置，由此能够缩短从高电位

端子的一端部至低电位端子的一端部为止的长度，增加由高电位端子及低电位端子的中途

部构成的平行平板的长度，进而能够增加平行平板的面积。

[0010] 这样，通过缩短从高电位端子的一端部至低电位端子的一端部为止的长度并且增

加平行平板的面积，从而就半导体装置而言，能够实现小型化并且减小高电位端子与低电

位端子之间的电感。

附图说明

[0011] 图1是实施方式1涉及的半导体装置的俯视图。

[0012] 图2是实施方式1涉及的半导体装置的侧视图。
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[0013] 图3是表示实施方式1涉及的半导体装置的等效电路的电路图。

[0014] 图4是实施方式2涉及的半导体装置的俯视图。

[0015] 图5是实施方式2涉及的半导体装置的侧视图。

具体实施方式

[0016] ＜实施方式1＞

[0017] 以下，使用附图对实施方式1进行说明。图1是实施方式1涉及的半导体装置100的

俯视图。图2是半导体装置100的侧视图。此外，在图1和图2中，为了容易观察半导体装置100

的内部构造，省略了作为封装材料的绝缘材料的图示。

[0018] 如图1所示，半导体装置100具有绝缘基板1、电路图案5、多个(例如12个)半导体芯

片6、低电位端子7、高电位端子8和输出端子9。并且，半导体装置100具有将绝缘基板1、电路

图案5、多个半导体芯片6、低电位端子7的一部分、高电位端子8的一部分及输出端子9的一

部分封装的凝胶等绝缘材料(图示省略)。

[0019] 绝缘基板1例如由陶瓷等构成，在俯视观察时形成为长方形。另外，在绝缘基板1的

上表面设置有电路图案5。电路图案5包含作为低电位侧的电路图案的低电位电路图案2、作

为高电位侧的电路图案的高电位电路图案3和作为输出侧的电路图案的输出电路图案4。

[0020] 低电位电路图案2是从绝缘基板1的上表面的长度方向的比中央部更靠另一端处

至一端部而设置的。高电位电路图案3设置于与低电位电路图案2相邻的区域。具体地说，高

电位电路图案3是从绝缘基板1的上表面的长度方向的比中央部更靠另一端处至另一端部

而设置的。

[0021] 这里，在绝缘基板1的上表面的长度方向的比中央部更靠另一端处，以低电位电路

图案2不与高电位电路图案3接触的方式，高电位电路图案3成为将低电位电路图案2的外周

侧包围的形状。

[0022] 输出电路图案4设置于绝缘基板1的上表面的低电位电路图案2及高电位电路图案

3的外周侧。具体地说，输出电路图案4沿绝缘基板1的上表面的长度方向的2条边而设置。

[0023] 如图1所示，多个半导体芯片6例如是MOSFET(Metal  Oxide  Semiconductor  Field 

Effect  Transistor)，搭载于电路图案5之上。具体地说，12个半导体芯片6是SiC‑MOSFET，

其中6个半导体芯片6在高电位电路图案3之上3个3个成对地相对配置，使用多根铝线6a而

与输出电路图案4的位于高电位电路图案3侧的部位连接。

[0024] 另外，剩余的6个半导体芯片6在输出电路图案4的位于低电位电路图案2侧的部位

处3个3个成对地相对配置，使用多根铝线6a而与低电位电路图案2连接。此外，在图1中，搭

载有12个半导体芯片6，但不限定于此，只要搭载大于或等于2个半导体芯片6即可。

[0025] 这里，“低电位电路图案2侧”是指从绝缘基板1的上表面的中央部至长度方向的一

端部为止的区域17。“高电位电路图案3侧”是指从绝缘基板1的上表面的中央部至长度方向

的另一端部为止的区域18。

[0026] 如图1和图2所示，低电位端子7及高电位端子8构成隔着绝缘纸11而彼此上下地配

置的平行平板。低电位端子7具有：连接部7a，其作为与低电位电路图案2连接的一端部；平

板部7b，其作为与高电位端子8构成平行平板的中途部；以及电极部7c，其作为从绝缘基板1

凸出的另一端部。
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[0027] 平板部7b在绝缘基板1的上方与绝缘基板1平行地配置。另外，平板部7b在绝缘基

板1的低电位电路图案2侧延伸，将低电位电路图案2的上表面和输出电路图案4的一部分的

上表面覆盖。

[0028] 连接部7a沿上下方向延伸，一端部与低电位电路图案2的位于高电位电路图案3侧

的部位连接，另一端部与平板部7b的一端部连接。

[0029] 电极部7c在俯视观察时宽度形成得比平板部7b窄，并且在侧视观察时形成为L字

形。电极部7c的一端部与平板部7b的另一端部连接，电极部7c在向上方弯折之后，与平板部

7b平行地向绝缘基板1的外侧延伸。即，电极部7c从绝缘基板1的长度方向的一端凸出。

[0030] 如图1和图2所示，高电位端子8具有：连接部8a，其作为与高电位电路图案3连接的

一端部；平板部8b，其作为与低电位端子7构成平行平板的中途部；以及电极部8c，其作为从

绝缘基板1凸出的另一端部。

[0031] 平板部8b在绝缘基板1的上方与绝缘基板1平行地配置，位于低电位端子7的平板

部7b的上侧。换言之，低电位端子7的平板部7b配置于高电位端子8的平板部8b的下侧。另

外，平板部8b在绝缘基板1的低电位电路图案2侧延伸，将低电位电路图案2的上表面和输出

电路图案4的一部分的上表面覆盖。

[0032] 连接部8a沿上下方向延伸，一端部连接于高电位电路图案3的与低电位端子7的连

接部7a相邻的部位，另一端部与平板部8b的一端部连接。

[0033] 电极部8c在俯视观察时宽度形成得比平板部8b窄。电极部8c的一端部与平板部8b

的另一端部连接，电极部8c向绝缘基板1的外侧延伸。即，电极部8c从绝缘基板1的长度方向

的一端凸出。另外，低电位端子7的电极部7c与高电位端子8的电极部8c位于相同的高度位

置。

[0034] 如图1和图2所示，输出端子9是被赋予半导体芯片6的输出的端子，具有：2个连接

部9a，它们作为与输出电路图案4的位于高电位电路图案3侧的部位连接的一端部；板状部

9b，其将2个连接部9a相连；以及2个电极部9c，它们作为从绝缘基板1凸出的另一端部。

[0035] 2个连接部9a沿上下方向延伸，隔着高电位电路图案3而相对。2个连接部9a的一端

部与输出电路图案4的位于高电位电路图案3侧的部位连接。板状部9b在绝缘基板1的上方

与绝缘基板1平行地配置。

[0036] 2个电极部9c形成为与板状部9b相同的宽度，并且形成于与板状部9b相同的高度

位置。另外，2个电极部9c从与低电位端子7的电极部7c和高电位端子8的电极部8c凸出的方

向相反侧即绝缘基板1的长度方向的另一端凸出。

[0037] 假设，在输出端子9设置于输出电路图案4的低电位电路图案2侧的情况下，即，在2

个连接部9a与输出电路图案4的位于低电位电路图案2侧的部位连接，2个电极部9c从绝缘

基板1的长度方向的一端凸出的情况下，在高电位电路图案3侧配置的半导体芯片6与输出

端子9之间的寄生电阻变大，由多个半导体芯片6构成的电气电路的电力损耗变大。

[0038] 另外，在2个电极部9c与输出电路图案4的位于高电位电路图案3侧的部位连接，2

个电极部9c从绝缘基板1的长度方向的一端凸出的情况下，输出端子9的从连接部9a至电极

部9c的长度Lb(参照图2)变长，因此，输出端子9的电感增加。

[0039] 为了解决这样的问题，在实施方式1中，输出端子9设置于输出电路图案4的高电位

电路图案3侧。即，2个连接部9a与输出电路图案4的位于高电位电路图案3侧的部位连接，2
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个电极部9c从绝缘基板1的长度方向的另一端凸出。

[0040] 另外，在低电位端子7的电极部7c、高电位端子8的电极部8c及输出端子9的电极部

9c设置有主电极安装部10。

[0041] 图3是表示半导体装置100的等效电路的电路图。如图3所示，半导体装置100在P电

极(相当于高电位端子8)与AC电极(相当于输出端子9)之间的上桥臂侧配置有6个并联的半

导体芯片6，在AC电极(相当于输出端子9)与N电极(相当于低电位端子7)之间的下桥臂侧配

置有6个并联的半导体芯片6。这里，将P电极侧称为上桥臂，将N电极侧称为下桥臂。

[0042] 此外，在上面，对半导体芯片6是SiC‑MOSFET进行了说明，但不限定于此，半导体芯

片6也可以是将RC‑IGBT(Reverse  Conductive  Insulated  Gate  Bipolar  Transistor)这

样的开关元件和续流元件进行1芯片化而构成的。

[0043] 另外，如上所述，半导体装置100由未图示的绝缘材料封装，低电位端子7的电极部

7c、高电位端子8的电极部8c及输出端子9的电极部9c从绝缘材料露出。

[0044] 如上所述，实施方式1涉及的半导体装置100具有：绝缘基板1；电路图案5，其包含

设置于绝缘基板1之上的低电位电路图案2和在绝缘基板1之上的与低电位电路图案2相邻

的区域设置的高电位电路图案3；多个半导体芯片6，它们搭载于电路图案5之上；低电位端

子7，其一端部与低电位电路图案2连接；以及高电位端子8，其一端部与高电位电路图案3连

接，高电位端子8及低电位端子7具有：平板部8b、7b，它们构成彼此上下平行地配置的平行

平板，在低电位电路图案2侧延伸；以及电极部8c、7c，它们从绝缘基板1凸出。

[0045] 高电位电路图案3形成于与低电位电路图案2相邻的位置处，因此高电位端子8的

连接部8a和低电位端子7的连接部7a配置于相邻的位置处，由此能够缩短从高电位端子8的

连接部8a至低电位端子7的连接部7a为止的长度，增加由高电位端子8及低电位端子7的平

板部8b、7b构成的平行平板的长度La(参照图2)，进而能够增加平行平板的面积。

[0046] 这样，通过缩短从高电位端子8的连接部8a至低电位端子7的连接部7a为止的长度

并且增加平行平板的面积，从而就半导体装置100而言，能够实现小型化，并且减小高电位

端子8与低电位端子7之间的电感。

[0047] 另外，12个半导体芯片6中的6个半导体芯片6在高电位电路图案3之上3个3个成对

地相对配置，使用多根铝线6a而与输出电路图案4的位于高电位电路图案3侧的部位连接。

剩余的6个半导体芯片6在输出电路图案4的位于低电位电路图案2侧的部位处3个3个成对

地相对配置，使用多根铝线6a而与低电位电路图案2连接。

[0048] 通过这样配置半导体芯片6，从而铝线6a的配线自由度增加，所以能够增加铝线6a

的根数而降低每一根铝线6a的电流密度。由此，能够减小多根铝线6a之间的电感。

[0049] 另外，半导体装置100还具有被赋予半导体芯片6的输出的输出端子9，电路图案5

还包含有在绝缘基板1之上的低电位电路图案2及高电位电路图案3的外周侧设置的输出电

路图案4，输出端子9具有与输出电路图案4的位于高电位电路图案3侧的部位连接的连接部

9a和从绝缘基板1凸出的电极部9c。

[0050] 因此，能够缩短输出端子9的从连接部9a至电极部9c为止的长度Lb(参照图2)，所

以，能够减小在高电位电路图案3侧配置的半导体芯片6与输出端子9之间的寄生电阻。

[0051] 另外，半导体芯片6是SiC‑MOSFET，因此，能够在半导体芯片6的断开动作时实现电

流的高速切断。由此，能够降低在半导体芯片6将电流切断时产生的电力损耗。
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[0052] 另外，由于半导体芯片6是将开关元件与续流元件进行1芯片化而构成的，因此，能

够实现半导体装置100的高密度化，能够实现半导体装置100的进一步小型化。

[0053] 另外，低电位端子7的平板部7b配置于高电位端子8的平板部8b的下侧，因此，构成

平行平板的下部的低电位端子7的平板部7b与位于平行平板的下侧的低电位电路图案2及

铝线6a为相同电位，能够降低平行平板的高度位置。由此，能够实现半导体装置100的进一

步小型化。

[0054] ＜实施方式2＞

[0055] 接下来，对实施方式2涉及的半导体装置100A进行说明。图4是实施方式2涉及的半

导体装置100A的俯视图。图5是半导体装置100A的侧视图。此外，在实施方式2中，对与在实

施方式1中说明过的结构要素相同的结构要素标注相同的标号而省略其说明。

[0056] 如图4和图5所示，在实施方式2中，相对于实施方式1的情况，变更了设置有输出电

路图案4的区域，伴随于此，就半导体装置100A而言，取代输出端子9而具有输出端子19，该

输出端子19相对于输出端子9变更了自身的形状及与输出电路图案4的连接部位。

[0057] 输出电路图案4在沿绝缘基板1的上表面的长度方向的2条边设置的基础上，还设

置于绝缘基板1的上表面的长度方向的另一端侧的边。

[0058] 输出端子19具有：连接部19a，其作为与输出电路图案4中的绝缘基板1的上表面的

长度方向的另一端侧的边连接的一端部；以及电极部19b，其作为从绝缘基板1凸出的另一

端部。

[0059] 连接部19a沿绝缘基板1的上表面的长度方向的另一端侧的边而设置，在上下方向

延伸。连接部19a的一端部与输出电路图案4中的位于绝缘基板1的上表面的长度方向的另

一端侧的边处的部位连接。

[0060] 电极部19b在俯视观察时形成为U字形，在绝缘基板1的上方与绝缘基板1平行地配

置。电极部19b从连接部19a的另一端部向与低电位端子7的电极部7c和高电位端子8的电极

部8c凸出的方向相反侧延伸。电极部19b中的U字形的2个前端部从绝缘基板1的长度方向的

另一端凸出，在电极部19b中的U字形的2个前端部设置有主电极安装部10。

[0061] 如上所述，就实施方式2涉及的半导体装置100A而言，输出端子19的连接部19a连

接于输出电路图案4的位于与高电位端子8及低电位端子7的电极部8c、7c凸出的方向相反

侧的绝缘基板1之上的端部处的部位。

[0062] 因此，能够使输出端子19的从连接部19a至电极部19b的U字形的2个前端部为止的

长度Lb比实施方式1的情况短。

[0063] 另外，输出电路图案4设置于绝缘基板1的上表面的长度方向的另一端侧的边，输

出端子19的连接部19a与该部位连接。在绝缘基板1的上表面的长度方向的另一端侧的边未

配置高电位端子8及低电位端子7，因此，能够增加输出端子19与输出电路图案4之间的连接

部位的面积。由此，能够减小输出端子19与输出电路图案4之间的连接部位的接触电阻。

[0064] 此外，能够将各实施方式自由地进行组合，或将各实施方式适当地进行变形、省

略。

[0065] 标号的说明

[0066] 1绝缘基板，2低电位电路图案，3高电位电路图案，4输出电路图案，5电路图案，6半

导体芯片，7低电位端子，7a连接部，7b平板部，7c电极部，8高电位端子，8a连接部，8b平板

说　明　书 5/6 页

7

CN 115000039 A

7



部，8c电极部，9输出端子，9a连接部，9b板状部，9c电极部，19输出端子，19a连接部，19b电极

部，100、100A半导体装置。
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图1

图2
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图3

图4
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图5
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